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(57) Abstract 

The invention relates to a method of producing an electrical contact (10) on 
a section (12) of a surface of a semiconductor diode (1), notably a thin-film diode. 
According to said method a metal layer (113) is applied to at least a part of the 
surface section (12) and the contact (10) is produced by thickening the metal layer 
(113) by electroplating. 

(57) Zusammenfassung 



Das Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kontaktes (10) auf 
einem Oberflachenabschnitt (12) einer Halbleiterdiode (1), insbesondere einer 

DUnnfilmdiode, weist die Schritte auf: Aufbringen einer Metallschicht (113) auf zumindest einen Teil des Oberflflchenabschnitts (12) und 
Erzeugen des Kontaktes (10) durch galvanisches Verdicken der Metallschicht (M3). 
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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kontaktes auf 
einer Halbleiterdiode und Diode mit einem derartigen Kontakt 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
elektrischen Kontaktes auf einem Oberf lachenabschnitt einer 
Halbleiterdiode, insbesondere einer Dunnf ilmdiode . 

Derartige Dioden we i sen iiblicherweise zwei metal lische Kon- 
takte auf, die iiber Lot-, Bond-, Klebe-, und/oder ahnliche 
Verbindungen an auflere elektrische Zuleitungen angeschlossen 
sind . 

Bei Dunnf ilmdioden, insbesondere Leuchtdioden, die in der Re- 
gel mit einer flachen, Schichtenf olge aus nur einige Mikrome- 
ter dicken Halbleiter-Kristallschichten aufgebaut sind, kann 
ein Kontakt aus einer Metallschicht bestehen, die einen Ober- 
f lachenabschnitt der Diode auf einer Flachseite der Schich- 
tenfolge ganzflachig bedeckt, wahrend der andere Kontakt aus 
einer Metallschicht besteht, die einen von diesem Oberfla- 
chenabschnitt abgekehrten anderen Oberf lachenabschnitt der 
Diode auf der anderen Flachseite der Schichtenf olge meist nur 
teilweise bedeckt und bekanntermaflen iiber einen Bonddraht an 
eine auftere elektrische Leitung angeschlossen ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein einf aches und 
schonendes Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kon- 
taktes auf einem Oberf lachenabschnitt einer Halbleiterdiode, 
insbesondere einer Dunnf ilmdiode anzugeben. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelost. 

Gemaft dieser Losung weist das Verfahren zur Herstellung eines 
elektrischen Kontaktes auf einem Oberf lachenabschnitt einer 
Halbleiterdiode, insbesondere einer Dunnf ilmdiode, die 
Schritte auf: 
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- Aufbringen einer Metallschicht auf zumindest einen Teil des 
Oberf lachenabschnitts und 

-. Erzeugen des Kontaktes durch galvanisches Verdicken der Me- 
tallschicht. 

Die aufgebrachte Metallschicht kann diinn wie ein herkommli- 
cher Kontakt oder diinner sein und beispielsw.eise durch Auf- 
dampfen, Aufsputtern oder ein ahnliches Auf bringverf ahren 
hergestellt werden . 

Der Kontakt selbst wird durch galvanisches Verdicken der be- 
reits auf den Oberf lachenabschnitt auf gebracht en Metall- 
schicht erzeugt, wobei das Verdicken vorteilhaf t erweise bis 
zu einer je nach Bedarf wahlbaren Dicke, beispielsweise einer 
Dicke, die gleich einem Durchmesser eines her kommlichen Bond- 
drahtes ist, vorgenommen wird. 

Besonders vorteilhaft ist es, das Verfahren in folgenden 
Schritten durchzuf uhren : 

- befestigen der Diode auf einer Bef estigungsf lache eines 
Tragerkorpers derart, daft 

- der fur den Kontakt vorgesehene Oberf lachenabschnitt 
der Diode von der Bef estigungsf lache. abgekehrt ist und 

- ein Abschnitt der Bef estigungsf lache neben der Diode 
f reibleibt , 

- Aufbringen einer Ausgleichsschicht auf den freien Abschnitt 
der Bef estigungsf lache derart, daft 

- eine von der Bef estigungsf lache abgekehrte Oberflache 
der Ausgleichsschicht im wesentlichen seitlich an den 
Oberf lachenabschnitt der Diode grenzt, 

- Aufbringen der Metallschicht sowohl 

- auf zumindest einen Teil des Oberf lachenabschnitts () 
der Diode als auch 

- auf zumindest einen Teil der Oberflache der Aus- 
gleichsschicht, und 

- Erzeugen des Kontaktes durch galvanisches Verdicken der Me- 
tallschicht 
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sowohl 

- auf dem Ober f lachenabschnitt der Diode 
als auch 

- auf der Oberflache der Ausgleichsschicht . 

Die Ausgleichsschicht auf dem freien Abschnitt der Befesti- 
gungsflache dient in erster Linie zu einem A.usgleich des Ni- 
veauunterschiedes zwischen dem Oberf lachenabschnitt der Diode 
und der Bef es t igungs f lache und zur problemloseren Herstellung 
des Kontaktes der Diode. 

Die Metallschicht wird zweckmafligerweise so auf den Oberfla- 
chenabschnitt der Diode und die Oberflache der Ausgleichs- 
schicht aufgebracht, daft sie sich durchgehend zwischen diesem 
Ober f lachenabschnitt und dieser Oberflache erstreckt. Das 
gleiche gilt dann nach der galvanischen Verdickung dieser Me- 
tallschicht auch fur den galvaniseh verdickten Kontakt. 

In diesem Fall bildet der auf der Oberflache der Ausgleichs- 
schicht sich erstreckende Abschnitt des galvaniseh verdickten 
Kontakts vorteilhaf terweise bereits eine seitlich liber die 
Diode hinausstehende Kontaktf ahne, die an eine auflere elek- 
trische Leitung angeschlossen werden kann. 

Wird beispielsweise auf den Ober f lachenabschnitt eine Metall- 
schicht in Form eines langgestreckten Streifens aufgebracht, 
der sich in seiner Langsrichtung zwischen der Diode und der 
Ausgliechsschicht erstreckt und eine schmale Breite etwa in 
der Grbftenordnung eines Durchmessers eines herkommlichen 
Bonddrahtes aufweist, und wird diese Metallschicht auf eine 
Dicke verdickt, die ebenfalls etwa gleich einem Durchmessers 
des Bonddrahtes ist, so ist vorteilhaf terweise eine kontak- 
tierte Diode reaiisiert, an deren Kontakt eine Kontaktfahne 
nach Art eines 3onddrahtes mi tintegriert ist. Ein gesondertes 
Anbringen eines Bonddrahtes an diesen Kontakt erubrigt sich 
hier . 
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Dieses Verfahren 1st uberdies vor teilhaf terweise zur einfa- 
chen Herstellung mehrerer Dioden mit je einem elektrischen 
Kontakt auf einem Ober f lachenabschni tt der jeweiligen Diode 
geeignet, wenn es die Schritte aufweist: 

- befestigen der Dioden auf einer Bef est igungsf lache eines 
gemeinsamen Tragerkorpers derart, daft 

— - der filr den Kontakt vorgesehene Ober f lachenabschni tt 
jeder Diode von der Bef estigungsf lache abgekehrt ist 
und 

- ein Abschnitt der Bef estigungsf lache neben jeder Diode 
f reibleibt , 

- Aufbringen einer Ausgleichsschicht auf den freien Abschnitt 
der Bef estigungsf lache derart, daft 

- eine von der Bef estigungsf lache abgekehrte Oberflache 
der Ausgleichsschicht im wesentlichen seitlich an den 
Oberf lachenabschnitt jeder Diode grenzt, 

- Aufbringen je einer Metallschicht sowohl 

- auf zumindest einen Teil des Ober f lachenabschnitts je- 
der Diode als auch 

- auf zumindest einen Teil der an den Oberf lachenab- 
schnitt dieser Diode angrenzenden Oberflache der Aus- 
gleichsschicht, 

- Erzeugen des Kontaktes jeder Diode durch galvanisches Ver- 
dicken der Metallschicht dieser Diode 

sowohl 

- auf dem Oberf lachenabschnitt dieser Diode 
als auch 

- auf der seitlich an den Oberf lachenabschni tt dieser 
Diode angrenzenden Oberflache der Ausgleichsschicht, und 

- Vereinzeln der derart kontaktierten Dioden durch Durchtren- 
nen des Tragerkorpers zwischen den Dioden. 

Nach dem Erzeugen des Kontaktes jeder Diode wird zweckmafti- 
gerweise die an diese Diode grenzende Ausgleichsschicht der- 
art seiektiv entfernt, daft die Diode stehenbleibt und ein Ab- 
schnitt des Kontakts frei Ober die s tehengebliebene Diode 
hinaussteht . 
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Der frei uber die Diode hinausstehende Abschnitt des Kontakts 
jeder Diode bildet in diesem Fall eine frei zugangliche Kon- 
taktfahne, die vor teilhaf terweise wie ein her kommlicher Bond- 
draht gebogen werden kann, was ein Anschlieften an eine nicht 
in der Ebene des Kontaktes liegende elektrische Leitung er- 
leichtert. 

Im Fall mehrerer Dioden kann das Entfernen der Ausgleichs- 
schicht vor oder nach dem Vereinzeln. vorgenoramen werden. Vor- 
te-ilhaft ist es, die Ausgleichsschicht vor dem Vereinzeln der 
Dioden, d.h. vor dem Durchtrennen des Trager kcrpers zu ent- 
fernen, da in diesem Fall die Ausgleichsschicht bei alien 
Dioden gleichzeitig entfernt werden kann. . " 

Dabei besteht der besondere Vorteil, daft die Kontakte mit den 
Kontaktf ahnen der mehreren Dioden gleichzeitig hergestellt 
werden konnen, insofern, als in einem einzigen Verfahrens- 
schritt zeitlich parallel die Metallschichten der Dioden her- 
gestellt und in einem einzigen Verf ahrensschr i tt zeitlich 
parallel die Metallschichten galvanisch verdickt werden kon- 
nen. Ein zeitlich serielles Anschlieften von Bonddrahten an 
die Kontakte der Dioden wie bisher kann entf alien. 

Die Ausgleichschicht kann prinzipiell auch s t ehenbleiben . In 
diesem Fall ist neben jeder vereinzelten Diode ein Teil der 
Ausgleichsschicht vorhanden, auf der sich ein Abschnitt des 
galvanisch verdickten elektrischen Kontakts dieser Diode er- 
streckt, und das Material der Ausgleichsschicht mufi elek- 
trisch isolierend sein. 

.Eine Ausgleichsschicht besteht vorzugsweise aus einem von der 
Diode und dem Kontakt verschiedenen Material, beispieisweise 
aus einem Material, das mit einem Atzmittei zu atzen ist, 
welches im wesentlichen nur dieses Material, nicht aber ein 
Material der Diode und des Kontaktes angreift. 
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Vorzugsweise wird die Ausgleichsschicht nicht nur teilweise, 
sondern ganz entfernt. 

Das hier beschriebene Verfahren ermoglicht generell eine au- 
fterst schonende Herstellung eines an eine elektrische Leitung 
anschlieftbaren Kontaktes einer Diode, wobei keine Gefahr ei- 
ner Schadigung der Diode, insbesondere einer eptaktischen 
Schichtenf olge der Diode besteht. Dies gilt insbesondere fiir 
Dunnf ilmdioden, fur die das Verfahren besonders geeignet ist. 

Die Erfindung stellt auch eine neuartige Diode mit einem auf 
einem Ober f lachenabschni tt der Diode ausgebildeten elektri- 
schen Kontakt bereit, bei welcher der Kontakt aus einer gal- 
vanisch auf dem Oberf lachenabschnitt abgeschiedenen Metall- 
schicht besteht. 

Diese Diode kann vorteilhaf terweise so ausgebildet sein, daft 
ein Abschnitt der galvanisch abgeschiedenen Metallschicht 
frei uber die Diode hinaussteht. 

In diesem Fall kann vorteilhaf terweise die Diode so ausgebil- 
det sein, daft die Diode derart auf einer Bef estigungsf lache 
eines Tragerkorper s befestigt ist, daft der Ober f lachenab- 
schnitt der Diode, auf dem die Metallschicht galvanisch abge- 
schieden ist, von der Bef estigungsf lache abgekehrt ist, und 
daft ein von der Diode abgekehrtes Ende des liber die Diode 
hinausstehenden Abschnitts der Metallschicht zur Befesti- 
gungsflache hin gebogen und an dieser Flache befestigt ist, 
beispielsv/eise an einer elektrischen Leitung auf dieser Fla- 
che . 

Bei der neuartigen Diode ist die her kommliche Kontaktierungs- 
technik des Bondens nicht mehr notwendig und es besteht damit 
auch nicht eine mit dieser Technik verbundene Gefahr einer 
Schadigung einer Diode, insbesondere einer Dunnf ilmdiode , 
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Eine vorteilhafte Anwendung der Erfindung liegt bei Leucht- 
dioden, insbesondere in Form von Dunnf ilmdioden . 

Die Erfindung wird in der nachf olgenden Beschreibung anhand 
der Zeichnungen beispielhaft naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine Draufsicht auf mehrere auf einem Tragerkorper 

befestigte beispielhaf te Dioden gemaft der vorliegen- 
den Erfindung, 

Figur 2 einen vertikalen Schnitt durch den Tragerkorper mit 
den Dioden nach Figur 1 langs der Linie 101 der Figu 
1/ 

Figur 2a den durch die Linie A in Figur 2 umgebenen Aus- 
schnitt dieser Figur in vergroflerter Darstellung, 
zeigend die Metallschicht und die galvanische Verdik 
kung, 

Figur 3 den Schnitt nach Figur 2 nach der Entfernung einer 
Schicht aus elektrisch isolierendem Material und 

Figur 4 den Schnitt nach Figur 2 nach einem Verbiegen von 
Kontaktf ahnen der Dioden. 

Die Figuren sind schematisch und nicht mafistablich . 

In den Figuren ist jede der mehreren vorhandenen Halbleiter- 
dioden jeweils mit 1 und der galvanisch verdickte Kontakt j< 
der einzelnen Diode 1 mit 10 bezeichnet. 

Die mehreren Dioden 1 sind gemeinsam auf einer Bef est igungs- 
flache 20 eines Trager korpers 2 in einem Abstand dl und/ode 
d2 voneinander befestigt. 

Gemaft Figur 1 sind beispielsweise vier Dioden 1 auf der Bef 
stigungsf lache 20 befestigt. In der Praxis kann eine grbJier 
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sogar viel grofiere Zahl als vier Diocien 1 auf der Befesti- 
gungsflache 20 befestigt sein. 

Im Hinblick auf eine spatere Vereinzelung der Dioden 1 ist es 
zweckmaMg, diese matr ixf ormig in zueinander parallelen Rei- 
hen und dazu senkrechten Spalten anzuordnen. In der Figur 1 
sind beispielsweise die vier Dioden 1 in zwei hcrizontalen 
Reihen aus je zwei Dioden 1 und zwei vertikalen Spalten aus 
ebenfalls je zwei Dioden 1 angeordnet. 

Jede Diode 1 ist mit einem der Bef estigungsf lache 20 zuge-. 
kehrten Ober f lachenabschni tt 13 auf der Bef estigungsf lache 20 
befestigt, z.B. wie in her kommlicher Weise so, daft dieser 
Oberf lachenabschnitt 13 parallel zur Bef estigungsf lache 20 
ist . 

Auf einem vom Ober f lachenabschni tt 13 und damit von der Befe- 
stigungsf lache 20 abgekehrten Oberf lachenabschnitt 12 jeder 
befestigten Diode 1 ist der galvanisch verdickte Kontakt 10 
dieser Diode 1 auf gebracht . 

Der Oberf lachenabschnitt 12 ist ublicherweise parallel zum 
Oberf lachenabschnitt 13 der Diode 1. 

Beispielsweise ist die Diode 1 eine Leuchtdiode in Form einer 
Dunnf ilmdiode, die eine aus nur einige Mikrometer dicken 
Halbleiter-Kristallschichten bestehende f'lache epitaktische 
Schichtenf olge aufweist, von der eine Flachseite den mit dern 
galvanisch verdickten Kontakt 10 versehenen Ober f lachenab- 
schnitt 12 und die andere Flachseite den Oberf lachenabschni tt 
13 der Diode 1 bildet, der ebenfalls elektrisch kontaktiert 
ist, beispielsweise im wesentlichen ganzflachig. 

Der Grundrifi einer auf der Bef estigungs f lache 20 befestigten 
Diode 1, d.h. die senkrechte Projektion dieser Diode 1 auf 
diese Flache 20, kann beliebig geformt sein. GemaPj Figur 1 
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ist der Grundrifr jeder befestigten Diode 1 beispielsweise 
rechteckf brmig, z . B . quadratisch . 

Der Kontakt 10 jeder Diode 1 ist beispielsweise gemafl Figur 1 
5 in Form eines unmittelbar auf deir, Oberf lachenabschni tt 12 

dieser Diode 1 angeordneten langgestreckten Streifens 110 aus 
galvanisch verdicktem Metall ausgebildet . Der Streifen 110 
jeder Diode 1 ist beispielsweise so angeordnet, daft in der 
Zeichenebene der Figur 1 die Langsachse 101 jedes Streifens 
10 110 beispielsweise horizontal und senkrecht zu einer vertikal 
. verlauf enden rechten Seitenkante 11 seiner Diode 1 ausgerich- ■ 
tet ist und an dieser Kante 11 ein Langsabschni t t 112 des 
Streifens 110 uber die Diode 1 hinausst eht . Dieser Langsab- 
schnitt 112 bildet eine Kontaktf ahne des Kontaktes 10. 

15 

Der auf dem Oberf lachenabschnitt 12 jeder Diode 1 befestigte 
Abschnitt des Streifens 110 dieser Diode 1 ist mit 111 be- 
zeichnet . 

20 Z.B. kann der Streifen 110 jeder Diode 1 eine zur Langsrich- 
tung 101 des Streifens 110 senkrechte und zum Oberf lachenab- 
schnitt 12 dieser Diode 1 parallele schmale Breite w in der 
Grofienordnung eines Durchmessers eines herkommlichen Bond- 
drahtes und eine zum Oberf lachenabschni tt 12 der Diode 1 

25 senkrechte Dicke t aufweisen, die ebenfalls etwa gleich einem 
Durchmesser eines herkommlichen Bonddrahtes ist. 

Bei der Herstellung der beispielhaf ten Dioden 1 wird wie 
f olgt vorgegangen : 

30 

Auf der Bef estigungsf lache 20 des beispielsweise scheibenfor- 
migen Tragerkbrpers 2 werden die mehreren Dioden 1 so befe-- 
stigt, daft der fur den Kontakt 10 vorgesehene Oberf lachenab- 
schnitt 12 jeder Diode 1 von der Bef estigungsf lache 20 abge- 
35 kehrt ist und zwischen den Dioden 1 ein Abschnitt 21 der-Be- 
f estigungsf lache 20 freibieibt. 
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Vorzugsweise werden die Dioden 1 entsprechenti einer Matrix 
mit zueinander senkrechten Reihen und Spaiten angeordnet, 
beispielsweise so, daft in jeder Reihe der Matrix benachbarte 
Dioden 1 jeweils im gleichen 7*±>stand dl voneinander und' in 
5 jeder Spalte der Matrix benachbarte Dioden 1 jeweils im glei- 
chen Abstand d2 voneinander angeordnet sind, wobei dl = d2 
sein kann. Der freie Abschnitt 21 der Bef est igungs f lache 20 
ist durch den Abstand dl und Abstand d2 definiert. 

10 Auf den freien Abschnitt 21 der Bef estigungsf lache 20 wird 

eine Ausgleichsschicht 3 derart aufgebracht, daft eine von der 
Bef estigungsf lache 20 abgekehrte Oberflache 30 aieser Schicht 
3 im wesentlichen an den Oberf lachenabschnitt 20 jeder Diode 
1, d.h. insbesondere an die Seitenkante 11 dieser Diode 1 

15 grenzt* "Im wesentlichen" bedeutet, daft zwischen dem Oberf la- 
chenabschnitt 20 bzw. der Seitenkante 11 jeder Diode 1 und 
der Oberflache 30 der Schicht 3 eine Lucke und/oder Stufe 
vorhanden sein kann, die so klein bemessen ist, daft sie bei 
der Herstellung des galvanisch verdickten Kontakts 10 von 

20 dieseia luckenlos uberbruckt wird. Vorzugsweise liegen der 

Oberf lachenabschnitt 20 jeder Diode 1 und der Oberflache 30 
der Schicht 3 mdglichst in einer gemeinsamen Ebene und gren- 
zen zumindest an der Seitenkante 11 moglichst luckenlos an- 
einander, so, wie es in Figur 2 dargestellt ist. 

25 

Auf den Oberf lachenabschnitt 12 jeder Diode 1 und die an die- 
se Diode 1 angrenzende Oberflache 30 der Ausgleichsschicht 3 
wird jeweils eine Metallschicht in Form eines langges t reckten 
Streifens 113 (siehe Figur 2a) aufgebracht, der bis auf eine 
30 Dicke tl in den sonstigen Abmessungen und in Form und Orien- 
tierung im wesentlichen gleich dem zu erzeugenden und oben 
bereits beschriebenen galvanisch verdickten Streifen 110 ist 
und diesen definiert. 

35 Demgemaft bedeckt der Streifen 113 sowohi einen Teil des Ober- 
f lachenabschnitts 12 der betreffenden Diode 1 als auch einen 
Tell der an diesen Abschnitt 12 grenzenden Oberflache 30 der 
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Schicht 3 aus dem von dieser Diode 1 verschiedenen Material 
und iiberbruckt die dieser Schicht 3- zugekehrte Seitenkante 11 
der Diode 1 und ggf . einen etwaigen dortigen Spalt. 

5 Vom Streifen 113 ist nur gefordert, daft er galvanisch ver- 
dickt werden kann. Seine Dicke tl kann sehr gering, bei- 
spielsweise gleich der Dicke einer auf gedampf ten oder -ge- 
sputterten Metallschicht sein. 

10 Das Aufbringen der Streifen 113 auf. samtliche Dioden 1 e.r- 

folgt in einem einzigen Ver f ahrensschr i t t gleichzeitig, bei- 
spielsweise mit Hilfe einer Maskentechnik . 

Ahnlich werden in einem einzigen Ver f ahrensschritt die Strei- 
15 fen 113 samtlicher Dioden 1 gleichzeitig galvanisch mit me- 
tall 114 auf die gewunschte Dicke t verdickt. 

Nach diesem Verf ahrensschritt liegt der in den Figuren 1 und 
2 dargestellte Gegenstand.vor . 

20 

Nun wird die Ausgleichsschicht 3 selektiv entfernt, so- daft 
der in Figur 3 dargestellte Gegenstand entsteht, bei dem auf 
der Bef estigungsf lache 20 des Tragerkdrpers 2 nur noch die 
Dioden 1 mit jeweils je einem Kontakt 10 vorhanden sind, wo- 
25 bei ein Abschnitt 112 jedes Kontakts 10 frei liber die jewei- 
lige Diode 1 hinaussteht. 

Das freie Ende jedes uber eine Diode 1 hinausstehenden Ab- 
schnitts 112 des Kontakts 10 wird zur Bef est igungsf lache 20 
30 hin gebogen und an dieser Flache 20 befestigt, beispiel sweise 
an einer nicht dargestell ten elektrischen Leitung auf dieser 
Flache 20, wonach der in Figur 4 dargestellte Gegenstand ent- 
standen ist. 



35 Spatestens jetzt werden die Dioden 1 vereinzelt, indem bei- 

spielsweise der Tragerkorper 2 zwischen den Dioden 1 und dem 



WO 00/60648 



PCT7DEO0/O0982 



12 

Kontakten 10 langs der strichpunkt ierten Linien I, II und II 
durchtrennt wird. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kontaktes 
(10) auf einem Oberf lachenabschni tt (12) einer Halbleiter- 

5 diode (1), insbesondere einer Dunnf iimdiode , mit den Schrit- 
ten: 

- Aufbringen einer Metalischicht (113) auf zumindest einen 
Teil des Oberf lachenabschni tts (12) und 

- Erzeugen des Kontaktes (10) durch galvanisches Verdicken 
10 des Metallf ilms (113) . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, mit einem galvanischen Verdik- 
ken der Metalischicht (113) auf einen Durchmesser eines Bond- 
drahtes . 

15 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, mit den Schritten: 

- befestigen der Diode (1) auf einer Bef estigungsf lache (20) 
eines Tragerkorpers (2) derart, daft 

- der fur den Kontakt (10) vorgesehene Oberf lachenab- 
20 schnitt (12) der Diode (1) von der Bef estigungsf lache 

(20) abgekehrt ist und 

- ein Abschnitt (21) der Bef estigungsf lache (20) neben 
der Diode (1) freibleibt, 

- Aufbringen einer Ausgleichsschicht (3) auf den freien Ab- 
25 schnitt (21) der Bef estigungsf lache (20) derart, daft 

- eine von der Bef estigungsf lache (20) abgekehrte Ober- 
flache (30) dieser Schicht (3) im wesentlichen an den 
Oberf lachenabschnitt (12) der Diode (1) grenzt, 

- Aufbringen der Metalischicht (113) sowohi 

30 - auf zumindest einen Teil des Oberf lachenabschni tts 

(12) der Diode (1) als auch 

- auf zumindest einen Teil der Oberflache (30) der Aus- 
gleichsschicht (3), und 

- Erzeugen des Kontaktes (10) durch galvanisches Verdicken 
35 der Metalischicht (113) 

sowohi 

- auf dem Oberf lachenabschni tt (12) der Diode (I) 
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als auch . 

- auf der Oberflache (30) der Ausgleichsschicht (3) . 

4. Verfahren nach Anspruch 4 zur Herstellung mehrerer Dioden 
(1) mit je einem elektrischen Kontakt'(lO) auf einem Oberfla- 
chenabschnitt (12) der jeweiligen Diode (-14, mit den Schrit- 
ten: 

- befestigen der Dioden (1) auf einer~Bef estigungsf lache (20) 
eines gemeinsamen Tragerkdrpers (2) derart, daft 

- der fur .den Kontakt (10) vorgesehene Ober f lachenab- 
schnitt (12) jeder Diode (1) von der Bef estigungsf la- 
che (20) abgekehrt ist und 

- ein Abschnitt (21) der Bef estigungsf lache (20) neben 
jeder Diode (1) freibleibt, 

- Aufbringen einer Ausgleichsschicht (3) auf- den freien Ab- 
schnitt (21) der Bef estigungsf lache (20) derart, daft 

- eine von der Bef estigungsf lache (20) abgekehrte Ober- 
flache (30) der Ausgleichsschicht (3) im wesentlichen 
seitlich an den Oberf lachenabschnitt. (12) jeder Diode 
(1) grenzt, 

- Aufbringen je einer Metallschicht (113) sowohl 

- auf zumindest einen Teil des Oberf lachenabschni tts 
(12) jeder Diode (1) als auch 

. - auf zumindest einen Teil der an den Ober f lachenab- 
schnitt (12) dieser Diode (1) angrenzenden Oberflache 
(30) der Ausgleichsschicht (3), 

- Erzeugen des Kontaktes (10) jeder Diode (1) durch galvani- 
sches Verdicken der Metallschicht (113) dieser Diode (1) so- 
wohl 

- auf dem Ober f lachenabschnitt (12) dieser Diode (1) 
als auch 

- auf der seitlich an den Oberf lachenabschnitt (12) die- 
ser Diode (1) angrenzenden Oberflache (30) der Aus- 
gleichsschicht (3), und 

- Vereinzeln der derart kontaktierten Dioden (1) durch Durch- 
trennen des Tragerkdrpers (2) zwischen den Dioden (1) . 
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5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, wobei nach dem Erzeugen 
des Kontaktes (10) jeder Diode (1) die an diese Diode (1) 
grenzende die Ausgleichsschicht (3) derart selektiv entfernt 
wird, daft die Diode (1} stehenbleibt und ein Abschnitt (112) 

5 des Kontakts (10) frei uber die st ehengebl iebene Diode (1) 
hinaussteht . 

6. Diode (1) mit einem auf einem Oberf lachenabschnitt (12) 
der Diode (1) ausgebildeten elektrischen Kontakt (10), wobei 

10 der Kontakt (10) aus einer galvanisch auf dem Oberf lachenab- 
schnitt (12) abgeschiedenen Metallschicht (110) besteht. 

7. Diode (1) nach Anspruch 6, wobei ein Abschnitt (112) der 
galvanisch abgeschiedenen Schicht frei liber die Diode (1) 

15 hinaussteht. 

8. Diode (1) nach Anspruch 7, wobei die Diode (1) derart auf 
einer Bef estigungsf lache (20) eines Tragerkorpers (2) befe- 
stigt ist, daft der Oberf lachenabschnitt (12) der Diode (1), 

20 auf dem die Metallschicht (110) galvanisch abgeschieden ist, 
von der Bef estigungsf lache (20) abgekehrt ist, und wobei ein 
von der Diode (1) abgekehrtes Ende des uber die Diode hinaus- 
stehenden AJDSchnitts (112) der Metallschicht (110) zur Befe- 
stigungsf lache (20) hin gebogen und an dieser Flache (20) be- 

25 festigt ist. 
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